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MEMORIA DESCRIPTIVA PARA SOLICITAR I ATENTE DE IÍBTNCION 

EN ESPAÑA POR "UN METODO PARA HACER UI? DEI'OSITO DEBIDA­

MENTE CONFIGURADO SOBRE UNA BASE" A B'CMBEE DE STAKDARD 

ELECTRICA. S .A .. CON DOKCIHC EN MADRID. CALLE DE 

RAMIREZ DE PRADO. N=. 5

Este invento se r e f ie r e  a un método para hacer un de­

pósito  debidamente configurado sobre una base, como puede se r  re ­

querido para estab lecer e l  interconexionado de lo s  d ife ren tes e le ­

mentos en un c irc u ito  semiconductor continuo.

5 De acuerdo oon e l  invento se provee un método para de­

p o s ita r  un m ateria l con una configuración d efin id a  sobre una prime­

ra  base, por la  condensación del vapor formado a l se r  evaporado e l  

m ateria l provin iente de una p e líc u la  del mismo situada en una segun­

da base que e stá  en ju sta  posición  a la  primera baso antes mencióna­

lo da, siendo evaporado ol m aterial situado en la  segunda base por la  

acción del ca lo r lo ca lizad o  por un foco convergente de energía ra ­

diante intensa y  cuya configuración se consigue por e l  movimiento 

re la t iv o  de la s  dos bases con respecto a l foco de energía rad ian te .

E l invento f a c i l i t a  un método con e l  que la  p e rfe c ta -  

13  ¡ponte defin id a configuración del m aterial puedo se r  "e so r ita "
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directamente sobre una baso s in  necesidad de disponer previamente

s i t o .  Esto s im p lif ic a  e l  proceso de formación del depósito, toda 

vez que se elim ina la  necesidad de preparar l a  p a n ta lla  y  de hacer­

la  desaparecer, en e l  caso de que sea del t ip o  de la s  que se adhie­

ren a l a  su p e r f ic ie .

fe re n c ia  a l  método correspondiente a la  re a liz a c ió n  en l a  forma 

p re fe rid a  y  que con siste  en hacer para l a  in terconexión , un depósi­

to  de p la tin o  de una forma d e fin id a , sobre una base porosa semicon­

ductora. La descripción  se r e f ie r e  a l  dibujo que se acompaña, que 

representa una cámara de v a c io , con lo s  componentes ópticos a u x ilia , 

re s  n ecesario s para e l  uso de este  método para hacer un d epósito .

de rad iación  in fr a r r o ja ,  de una lon gitud  de onda de aproximadamente 

1 , 1 5  mieras y  que proviene de un resonador lá s e r  helio-neón, s itu a ­

do en un plano p a ra le lo  y  no indicado en la  f ig u r a ,  a l  in c id ir  en 

un espejo d ie lé c tr ic o  plano 1 es desviado en d irección  normal a una 

mesa 2 orientnble según coordenadas X-Y, sobre la  que se h a lla  colo­

cada en una cámara 3 una primera baso 4 en la  que ha de se r  hecho 

e l  dopósito. Sobre e sta  base hay una segunda base 5 de c r i s t a l ,  

d istan ciad as unas 50 mieras do l a  primera baso 4 por un separador 

6 de mica y  a cuya cara in fe r io r  se ha adherido una p e líc u la  do 

p la tin o  de un espesor de aproximadamente 1000 angstromg. La cámara 

3 lo  os de vac io  y  conectada por un acoplamiento e lá s t ic o  a una 

bomba (que no se ind ica on la  f ig u ra )  de extracción  de ion es. La 

rad iación  del lá s e r  penetra en la  cámara 3 a trav é s  de un c r i s t a l  

óptico plano 8 herméticamente unido a la  cámara por una junta 9. 

.Antes de que la  rad iación  Gntre en la  cámara, una len te  compuesta 

10 ,  de una lon gitu d  fo c a l de aproximadamente 1 , 5  cm. la  hace

una p a n ta lla  o p la n t i l la  que d efin a  l a  forma geométrica del depó­

Las c a r a c te r ís t ic a s  d el invento serán d e sc r ita s  con r e -

Haciendo re fe re n c ia  a l  dibujo que se aoompaña, un rayo
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50 converger concentrándola en un fooo de un diámetro de aproxima­

damente 10  mieras en la  p e lío u la  de p la tin o  7* E l lá s e r  es d is­

puesto de forma que dé pulsaciones de 200 y/atios, con una frecuen­

c ia  de rep etic ió n  del pico de 2 Kc/s. Esto proporciona una densi­

dad de energía en e l  foco su fic ie n te  para causar evaporación lo c a l 

55 de la  p e líc u la  volviendo a condensarse e l  p la tin o  evaporado sobre 

la  primera bese 4 en la  parte opuesta a la  zona, en que fue evapo­

rada. .Al se r  movida la  mesa orien tab le  2 según la s  coordenadas X-Y 

con respecto a l foco de rad iación  y  haciendo que e sta  rad iación  

tenga una pulsación de frecu encia  suficientem ente a l t a ,  se dá o r i-  

60 gen a una lín e a  de trazo s que se superponen.

En esta  re a liz a c ió n , l a  primera base e3 un semiconduc­

to r  poroso de s i l i c i o  y  e l  control de la s  pulsaciones del lá s e r  del 

movimiento de l a  mesa orien tab le  según coordenadas son hechos de 

forma que generen lín e a s  de una longitud  y  d irección  apropiadas 

65 para e stab lecer conexiones e lé c tr ic a s  sobre la  base, dando lu gar 

a un c irc u ito  semiconductor continuo.

Debe quedar entendido que la  an terio r descripción de 

ejemplos e sp e c ífic o s  de este  invento se hace, efectivam ente, a mo­

do de ejemplo, sin  cus deban esto s se r  considerados como una lim i-  

7C tación  de su f in a lid a d .

Este invento corresponde a una so lic itu d ad  de patente 

formulada en In g la te rra  e l  día 22 de Ju l io  de 1966, señalada con 

e l  número 33047/66 y  se acoge, por tan to , a lo s  b en efic io s que 

otorgan lo s  convenios in tern acion ales v igen tes .

--------------------------------------N O T A --------------------------------------------- ---

75 Los puntos de invención propia y  nueva que se presentan

para que sean objeto de esta  patente de ve in te  años son lo s  s ig u ie n te s :

1 . Un método para hacer un depósito debidamente configurado sobro 

una base (que denominamos primera base) por la  condensación del

.A.
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vapor formado a l  se r  evaporado e l  m ateria l p rcv in ien te  ¿e una 

80 p e líc u la  d el mismo situada en una segunda "base que e s tá  en ju sta  

posición  a l a  primera base antes mencionada? siendo evaporado 

e l  m ateria l situado en l a  segunda base por l a  acción del c a lo r  

lo ca lizad o  por un foco convergente de energía rad iante inten sa 

' y  cuya configuración se consigue por e l  movimiento r e la t iv o  de

8$ la s  dos bases con respecto  a l  foco de energía rad ian te .

2.  Un método, de acuerdo con la  re iv in d icac ió n  1 , en que e l  rayo 

de energía rad iante inten sa proviene de un lá s e r .

3. Un método, de acuerdo con la s  re iv in d icac io n es  1 ó 2 , en que e l

K m ateria l depositado con una configuración  dada es un conductor

$0 de e le c tr ic id a d .

4 .  Un método, de acuerdo con cualquiera de la s  an teriores r e iv in ­

d icaciones, en e l  que e l  mencionado depósito de configuración  

determinada es una conexión e lé c t r ic a ,  que estab lece  una o va­

r ia s  conexiones e lé c t r ic a s  entre d ife re n te s  partes de la  prime-

$5 ra base.

5 . Un método de acuerdo con cualqu iera de la s  an terio res re iv in d i­

caciones, en que dicha primera base es una base porosa semicon­

ductora.

i 6. Un método, de acuerdo con l a  re iv in d icac ió n  5 , en que e l  mato- 

100 r i a l  semiconductor es s i l i c i o .

7. Un método para e fe c tu ar e l  depósito de un m ateria l sobre una 

base sustancialm ente como ha sido d esorito  hasta aquí, con re ­

fe re n c ia  a l  dibujo que se aoompaña.

8. Un método para hacer un depósito debidamente configurado sobrG

10 $  una base.

*/..
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Tal y  como so ha d escrito  en ira StemoTí^que antecede, 

representado en e l  dibujo que se acompaña y  a lo s  f in e s  e s p e c if i ­

cados.

Esta memoria consto de cinoo ho jas e s c r it a s  por una

so la  cara .

Madrid,
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